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El siliceno, sintetizado recientemente a 
través crecimiento epitaxial[1], cuenta con 
una geometría en forma de panal de abejas 
ligeramente combado. Este nuevo material 
bidimensional ha atraído la atención tanto 
teórica como experimentalmente, debido a su 
estructura electrónica exótica y con 
prometedoras aplicaciones en la nanoelec-
trónica, así como su compatibilidad con dis-
positivos electrónicos actuals basados en sili-
cio[2]. La estructura del siliceno se muestra 
en la Figura 1. En ausencia de acoplamiento 
spin-órbita (SOC), la estructura de bandas de 
siliceno muestra un espectro de energía lineal 
que cruza el nivel de Fermi alrededor de los 
puntos de Dirac K y K* de la zona de Bril-
louin hexagonal[3], la cual es similar al caso 
del grafeno. 

 
En este trabajo estudiaremos teórica-

mente el transporte electrónico a través de 
una nanocinta de siliceno (con bordes tipo 

independientes del tiempo. Estos campos ex-
ternos pueden ser incluidos como potenciales 
de compuerta  o bien como campos de 
intercambio                              . Este campo de 
intercambio paralelo al plano de la nanocinta 
puede surgir debido al efecto de proximidad  
de un material tipo aislante ferromagnético, 
que puede actuar como sustrato. Además, 
debido al quiebre de la simetría temporal 
producido por este campo de intercambio, es 
de esperar que se observen corrientes de es-
pín, incluso para campos bastante débiles y 
sin considerar acoplamiento espín orbita  tipo 
Rashba. 

 

 
 

 . La geometría combada del siliceno. 
La geometría desde una vista lateral(a) y 
una vista superior(b). Tenga en cuenta que 
la subred A (rojo o gris) y subred B (amaril-
lo o gris claro) no son coplanares. 
(c)Definición del ángulo θ como entre el 
enlace Si-Si y la dirección z normal al pla-
no. (d)La estructura de bandas relativista 
para bajas energías del siliceno. Recuadro: 
zoom de la relacion de dispersión de la ener
gía cerca del punto K y la brecha inducidos 
por SOC. 
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